
⽇付 / /

令和 年 ⽉ ⽇ 〜 令和 年 ⽉ ⽇

）
資格 輸管 資格 輸管

放射化した標的は持ち出しません。
本利⽤は軍事関係の利⽤⽬的ではありません。

所属 ⾝分所属 ⾝分

研究の概要（研究⽬的、実験内容、期待される結果を略記してください。）
その他

特殊装置の利⽤・持ち込み

レーザー
持ち込み
持ち込み
持ち込み

IASOへの登録

IASOへの登録化学薬品・特定化学物質

安全講習の受講

使⽤

三態化合物（薬剤）数量核種 核種 数量 化合物（薬剤） 払い出し先 特記事項

クレーン

サイクロトロン利⽤申込書（有償利⽤）

財源等

三態

寒剤 使⽤

ビームコース

⾼圧ガス
核種

クラス
免許

放射性同位元素の⽣成（枠に収まらない場合は別途リストを提出してください）
特記事項払い出し先

使⽤

三態 持ち出し 放射化

放射性物質

標的またはビーム停⽌箇所
物質名

実験参加者（枠に収まらない場合は別途リストを提出してください）
共同研究・依頼された企業名、補助金名称等

（⽒名、所属、職名）

放射線発⽣装置
種類 加速粒⼦ エネルギー 最⼤ビーム電流 利⽤時間

受付番号
センター内対応者

E-mail

実験責任者

（⽒名、所属、職名）

連
絡
先

電話

実験実施予定⽇

連
絡
先

⽒ 名 ⽒ 名

研究課題

課題申込責任者 電話

E-mail

利⽤形態 中性⼦照射 プロトン照射 重イオン照射 RI製造
備考

伊藤正俊
利用責任者（会社・部署の代表者等）を記入してください。

伊藤正俊
実験時の現場責任者を記入してください。

伊藤正俊
実験時に連絡が取れる番号を記入してください。

伊藤正俊
「資格」について
○ RARiS青葉山の放射線従事者資格あり
△ マシンタイムまでに取得予定
見 非管理区域のみ利用

伊藤正俊
「輸管」（みなし輸出管理）
特定類型①〜③に該当する場合は記入してください。
① 雇用契約等に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある者
② 経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者
③ 国内において外国政府等の指示のもとで行動する者
- 該当せず


伊藤正俊
最初に照射するビーム核種・エネルギーを記入してください。

伊藤正俊
実験の目的、内容等を記入してください。照射試験方法の詳細はRARiS担当者と直接競技してください。

伊藤正俊
本項目にチェックがない場合は利用できません。
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